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Abstract of EP0646971 

A two-terminal miniature SMT (SMD) housing 

using lead-frame technology for semiconductor 

components, in which a semiconductor chip (1) is 

mounted on a lead frame part and is connected f|Q ] 

to another lead frame part, which lead frame 

parts are led out as soldered connections (3) 

from a housing (2) in which the chip (1) is 

encapsulated, is intended to be rationally 

producible without a trimming and shaping 

process and to be reliably sealed and further 

miniaturisable. The soldered connections (3) 

extend, as punched parts of the lead frame, 

laterally separated from opposite housing side 

walls, at least as far as the housing bottom 

forming the component mounting surface, the 

chip mounting surface and the component 

mounting surface forming a right angle between 

them. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein zweipoliges SMT(Surface 
Mount Techno!ogy)-Miniaturgehause in Leadframe- 
technik fur Halbleiterbauelemente, bei dom ein Halblei- 
terchip auf ein Leadframeteil montiert und mil einem 
weiteren Leadframeteil kontaktiert ist, die als Lotan- 
schlOsse aus dem Gehause herausgetuhrt sind, in das 
der Chip eingekapselt ist. 

Bei den bekannten SMT-Gehausen in Leadframe- 
Technik, z.B. bei einem SOD 1 23-Gehause, mOssen die 
Lotanschlusse fur das Halbleiterbau element nach des- 
sen Einkapseln, das beispielsweise durch VergieBen, 
Umpressen oder Umspritzen geschieht, freigestanzt 
und in einer bestimmten Art und Weise gebogen wer- 
den. Dieser Trimm- und Form-ProzeB ist notwendig, um 
die Lotanschlusse so am Gehause vorbeizufuhren, daB 
solche SMD's (Surtace Mounted Devices) aul eine Lei- 
terplatte bzw. Platine montiert werden konnen. Die 
Chip-Montageflache auf dem Leadframe verlauft dabei 
im montierten Zustand parallel zum PCB (Printed Circuit 
Board) bzw. zur Leiterplatte oder Platine. 

Ein SMT-Miniaturgehause fur optoelektronische 
Halbleiterbauelemente in dem die Lotanschlusse seit- 
lich aus dem gehause herausrogen und durch Biegen 
bis zum Gehauseboden gefuhrt werden ist aus Patent 
Abstracts of Japan Band 1 6 Nr 393 (P-1 406), 20 August 
1992 & JP-A-04 128 811 bekannt. 

Der Erfindung liegt die Auf gabe zugrunde, ein SMT- 
Miniaturgehause fur Halbleiterbauelemente zu schaf- 
fen, das ohne einen solchen Trimm- und FormprozeB 
ratbnell herstellbar, zuverlassig dicht sowie weiter mi- 
niaturisierbar ist und sich durch eine hohe Warmeablei- 
tung auszeichnet. 

Diese Auf gabe wird bei einem zweipoligen SMT-Mi- 
niaturgehause der eingangs genannten Art erfindungs- 
gemaB dadurch gelost, daft die Lotanschlusse als ferti- 
ge Bauteile in Form von Stanzteile des Leadlrames von 
einander gegenuberliegenden Gehauseseitenwanden 
seitlich abstehend mindestens bis zum die Bauelement- 
montageflacne bildenden Genauseboden gefuhrt sind, 
wobei die Chipmontageflache und die Bauelementmon- 
tageflache einen rechten Winkel zueinander bilden. 

Die Lotanschlusse naben vorteilhaft eine Dicke von 
ungefahr 0,2mm bis 0,5mm. Das SMT-Miniaturgehause 
ist fur optoelektronische Halbleiterbauelemente, insbe- 
sondere fur seitlich optische Strahlung empfangende 
bzw. sendende Optohalbleiter, sogenannte Sidelooker, 
besonders geeignet. 

Das zweipolige SMT-Miniaturgehause wird erfin- 
dungsgemaB so hergestellt, daB in einem Leadframe 
als fertige Lotanschlusse dienende Leadframeteile 
durch Stanzen gefertigt werden, und daB dann der Halb- 
leitercnip auf das eine Leadframeteil montiert und mit 
dem anderen Leadlrameteil kontaktiert wird. Der Halb- 
leiterchip wird in ein Gehause durch VergieBen, Um- 
pressen oder Umspritzen so eingekapselt, daB die 
rechtwinkligen Schenkel der fertigen Lotanschlusse an 



zwei gegenuberliegenden AuBenseiten des Geniuses 
bis mindestens zu dessen Boden- bzw. Montageflache 
gefunrt werden. Das fertige SMT-Miniaturgenause 
braucht dann nur noch aus dem Leadframe freigestanzt 
5 werden. In dieser Tecnnik hergestellte Bauelemente 
werden dann z.B. auf einen PCB so aufgelotet, daB die 
Chip-Montageflacne senkrecht zum PCB steht. 

Die mit der Erfindung erzielten Vbrteile bestenen 
insbesondere darin, daB beim Herstellen des SMT-Mi- 
10 niaturgehauses der Fertigungsscnritt des Trimmens 
und Formens der Lotanschlusse eingespart wird und in 
den Stanzvorgang zur Leadframe-Formgebung inte- 
griert wird. Die Lotanscnlusse mussen in ihrer gestanz- 
ten Form als fertige Bauteile dann nur noch aus dem 
is Leadlrame freigestanzt werden. Daraus resultiert, daB 
kein BiegestreB mehr auf das Bauelement ausgeubt 
wird und beispielsweise das Aultreten von Mikrorissen 
verhindert wird. Dadurch, daB kein Biegen der Lotan- 
schlusse mehr notwendig ist, treten auch weniger Tole- 
do ranzabweichungen beim fertigen Gehause auf. Damit 
wird vor allem die MaBhaftigkeit der Lotanschlusse ver- 
bessert. Durch entsprechende Leadtrame-Gestaltung 
ist es moglich, auch ein Deflashen der Anschlusse nach 
dem Einkapseln zu vermeiden. Insbesondere kann die 
25 Verlustleistung der Bauelemente durch Verwendung 
dickerer Leadframes als bei bekannten Gehausen er- 
hoht werden. Zudem ist das Gehause, bedingt durch die 
verbesserte Anordnung von Chip und Leadframe bzw. 
Lotanschlussen, weiter miniaturisierbar. 
30 Anhand von in den Figuren der Zeichnung darge- 
stellten AusfOhrungsbeispielen wird die Erfindung im 
folgenden weiter erlautert. Es zeigen 

FIG 1 ein SMT-Miniaturgehause in Seitenansicht, 
35 FIG 2 eine Draufsicht auf das Gehause der FIG 1 , 
FIG 3 ein weiteres SMT-Miniaturgehause in Seiten- 
ansicht und 

FIG 4 eine Draufsicht auf das Gehause der FIG 3. 

40 Das in den FIG 1 und 2 dargestellte zweipolige 
SMT-Miniaturgehause ist in Leadframetechnik herge- 
stellt. Dabei ist ein Halbleiterchip 1 auf ein Leadframeteil 
montiert und mil einem weiteren Leadframeteil mittels 
eines Drahtes 4 kontaktiert. Die beiden Leadframeteile 

45 sind als Lotanschlusse 3 aus dem Gehause 2 heraus- 
gefQhrt, in das als Chip 1 beispielsweise eine IRED, LED 
oder Photodiode eingekapselt ist. Die beiden Lotan- 
schlusse 3 sind in einem Stanzvorgang aus dem Lead- 
frame mit den gewunschten Konturen als fertige Lotan- 

50 schlusse 3 ausgestanzt und mussen daher nicht mehr 
nachgeformt werden. Nach dem Stanzvorgang wird der 
Halbleiterchip 1 auf den einen Leadframeteil bzw. Lot- 
anschluB 3 montiert und dann durch VergieBen, Um- 
pressen oder Umspritzen in Kunststoff eingekapselt. 

55 Die beiden Lotanschlusse 3 sind dabei als Stanzteile 
des Leadframes von einander gegenuberliegenden Ge- 
hauseseitenwanden abstehend mindestens bis zum die 
Bauelementmontageflache bildenden Boden des Ge- 
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hauses 2 gefuhrt Chipmontageflache und Bauelement- 
montageflache bzw. Bodenflache des Gehauses 2 bil- 
den dabei einen rechten Winkel zueinander. Die fertig- 
gestellten SMT-Miniaturgehause werden dann so auf ei- 
ne Platine bzw. Leilerplatle 5 aufgeldtet, daB die Chip- 
montageflache bzw. die vom Leadframe autgespannte 
Flache senkrecht zur Leiterplatte 5 bzw zum PCB steht. 

Das in den FIG 3 und 4 dargestellte zweipolige 
SMT-Miniaturgehause wird fur optoelektronische Halb- 
leiterbauelemente mit seitlicher Abstrahl- bzw. Emp- 
fangscharakteristik verwendet. Solche Bauelemente 
werden auch Sidelooker genannt. Das SMT-fahige Ge- 
hause besteht aus den beiden, die Lotanschlusse 3 bil- 
denden Leadframeteil en, die aus dem Leadframe in der 
gewOnschten Formgebung ausgestanzt werden. Auf 
das eine Leadframeteil wird als Halbleiterchip 1 ein Op- 
tohalbleiter montiert und uber einen Bonddraht 4 mit 
dem zweiten Leadframeteil bzw LotanschluBteil 3 kon- 
taktiert. Die Chipmontage kann dabei auch auf einen 
vorgehausten Leadframe erfolgen. Denn bei diesem 
Ausfuhrungsbeispiel ist im Gehause 2 ein als Reflektor 
7 dienender Raum ausgespart, in dem der Chip 1 nach 
erfolgter Montage mit einem transparenten GieGharz 
vergossen wird, so daB der gewunschte sogenannte Si- 
delooker erzeugt wird. Chipmontageflache und ele- 
mentmontageflache bilden wiederum einen rechten 
Winkel zueinander. Das fertige Produkt kann dann z.B. 
auf einen PCB bzw. auf eine Leiterplatte 5 so aufgeldtet 
werden, daB die Chipmontageflache senkrecht auf der 
Flache steht, die von der Leiterplatte 5 gebildet wird. 
Das Verldten des SMT-Miniaturgehauses mit einer Lei- 
terplatte 5 ist in den Figuren 1 und 3 mit dem Lotminis- 
kus 6 angedeutet. 



Patentanspruche 

1. Zweipoliges SMT-Miniaturgehause in Leadframe- 
technik fur Halbleiterbauelemente, bei dem ein 
Halbleiterchip auf ein Leadframeteil montiert und 
mit einem weiteren Leadframeteil kontaktiert ist, die 
als Lotanschlusse aus dem Gehause herausgefuhrt 
sind, in das der Chip eingekapselt ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Lotanschlusse (3) als ferti- 
ge Bauteile in Form von Stanzteilen des Leadfra- 
mes von gegenuberliegenden Gehauseseitenwan- 
den seitlich abstehend mindestens bis zum die 
Bauelementmontageflache bildenden Gehausebo- 
den gefuhrt sind, wobei die Chipmontageflache und 
die Bauelementmontageflache einen rechten Win- 
kel zueinander bilden. 

2. Gehause nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB die Lotanschlusse eine Dicke von 
ungefahr 0,2mm bis 0,5mm haben. 

3. Gehause nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Halbleiterbauelement ein 



optoelektronisches Bauelement ist. 

4. Gehause nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Halbleiterbauele- 

5 ment ein seitlich empfangendes oder sendendes 
optoelektronisches Bauelement ist. 

5. Verfahren zum Herstellen eines Gehauses nach ei- 
nem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeich- 

10 not, daB in einem Leadframe als fertige Lotan- 
schlOsse (3) dienende Leadframeteile gestanzt 
werden, daB der Halbleiterchip (1 ) dann auf das ei- 
ne Leadframeteil montiert und mit dem anderen 
kontaktiert wird, und daB der Halbleiterchip (1) in 

is ein Gehause (2) so eingekapselt wird, daB die 
rechtwinkligen Schenkel der fertigen Lotanschlus- 
se (3) an zwei gegenuberliegenden AuBenseiten 
des Gehauses bis mindestens zu dessen Boden- 
bzw. Montageflache gefuhrt werden, wobei zwi- 

20 schen der Chipmontageflache und der Bauele- 
mentmontageflache ein rechter Winkel gebildet 
wird. 



25 Claims 

1 . Two-pole SMT miniature housing using lead frame 
technology for semiconductor components, in 
which a semiconductor chip is mounted onto one 

30 lead frame part and makes contact with a further 
lead Irame part, which lead frame parts are guided 
out of the housing as soldering terminals, in which 
housing the chip is encapsulated, characterized in 
that the soldering terminals (3) are guided as fin- 

35 ished structural parts in the form of stampings of the 
lead frame, projecting laterally from opposite hous- 
ing side walls, at least as far as the housing bottom 
which forms the component mounting surface, the 
chip mounting surface and the component mount- 

40 ing surface forming a right angle with one another. 

2. Housing according to Claim 1 , characterized in that 
the soldering terminals have a thickness of approx- 
imately 0.2 mm to 0.5 mm. 

45 

3. Housing according to Claim 1 or 2, characterized in 
that the semiconductor component is an optoelec- 
tronic component. 

50 4. Housing according to one of Claims 1 to 3, charac- 
terized in that the semiconductor component is a 
laterally receiving or transmitting optoelectronic 
component. 

55 s. Method for producing a housing according to one 
of Claims 1 to 4, characterized in that lead frame 
parts serving as finished soldering terminals (3) are 
stamped in a lead frame, in that the semiconductor 
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chip (1) is then mounted onto the one lead frame 
part and makes contact with the other lead frame 
part s and in that the semiconductor chip (1) is en- 
capsulated in a housing (2) in such a way that the 
right-angled limbs of the finished soldering termi- 
nals (3) are guided, on two opposite outer sides of 
the housing, at least as far as the bottom or mount- 
ing surface of the latter, a right angle being formed 
between the chip mounting surface and the compo- 
nent mounting surface. 



Revendications 

1 . Boitier miniature CMS a deux poles dans la techni- 
que a cadre de montage pour composants a semi- 

. conducleur, dans lequel une puce a semiconduc- 
teur est montee sur une piece de cadre de montage 
et est mise en contact avec une autre piece de ca- 
dre de montage, lesquelles pieces de cadre de 
montage sortent, en tant que bornes de brasage, 
du boitier dans lequel la puce est encapsulee, ca- 
raclerise en ce que les tomes (3) de brasage me- 
nent, en tant que pieces constitutives fabriquees 
sous forme de pieces decoupees dans le cadre de 
montage, de parois late>a!es du boitier en vis-a-vis, 
en etant par leur cote a distance I'une de Pautre, au 
moins jusqu'au fond du bottier tormant la surface 
de montage du composant, la surface de montage 
de la puce et la surface de montage du composant 
etant a angle droit. 

2. Boitier suivant la revendication 1 , caracterise en ce 
que les bornes de brasage ont une epaisseur d'en- 
viron 0,2 mm a 0,5 mm. 

3. Boitier suivant la revendication 1 ou 2, caracterise 
en ce que le composant a semiconducteur est un 
composant optoelectronique. 

4. Boitier suivant I'une des revendications 1 a 3, ca- 
racterise 1 en ce que le composant a semiconducteur 
est un composant optoelectronique recevant ou 
emettant par un c6te\ 

5. Proc6de de fabrication d'un boitier suivant Tune des 
revendications 1 a 4, caracteris6 en ce que Ton de- 
coupe dans un cadre de montage des pieces de ca- 
dre de montage servant de bornes (3) de brasage 
fabriquees, puis Ton monte la puce (1) a semicon- 
ducteur sur I'une des pieces de cadre de montage, 
on la met en contact avec I'autre piece de cadre de 
montage et Ton insere la puce (1) a semiconducteur 
dans un boitier (2), de telle sorte que les branches 
a angle droit des bornes (3) de brasage fabriquees 
menent a deux c6t6s extSrieurs en vis-a-vis du boi- 
tier jusqu'a au moins sa surface de fond de monta- 
ge, un angle droit etant forme entre la surface de 



montage de la puce et la surface de montage du 
composant. 
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